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(57) Abstract

The invention concems a highly-integrated semiconductor memory with an EPROM cell in the form of a column with a floating gate
and a control gate and a process for the preparation of the same. The EPROM cell is so thinly built that it is completely depleted. The
control gate of the preferred split gate flash EPROM cell or the dual gate flash EPROM cell consists of p*- dosed semiconductor material
so that a very good difference threshold ratio can be expected from the fully depleted cylinder.




(87) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen hochintegrierten Halbleiterspeicher mit einer sulenférmig ausgebildeten EPROM Zelle mit einem Floating
Gate und einem Control Gate und ein Verfahren zur Herstellung desselben. Die EPROM Zelle ist dabei so diinn ausgebildet, daB sie
vollstindig verarmt ist. Das Control Gate der bevorzugt verwendeten Split Gate Flash EPROM Zelle oder der Dual Gate Flash EPROM
Zelle besteht aus p* dotiertem Halbleitermaterial, so daB die vollstindig verarmten Zylinder ein sehr gutes Unterschwellenverhalten erwarten
lassen.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbdgen der Schriften, die internationale
Anmeldungen gemdass dem PCT verdffentlichen.
AM Armenien GB Vereinigtes Konigreich MX Mexiko
AT Osterreich GE Georgien NE Niger
AU Australien GN Guinea NL Niederlande
BB Barbados GR Griechenland NO Norwegen
BE Belgien HU Ungamn NZ Neuseeland
BF Burkina Faso IE Irland PL Polen
BG Bulgarien IT Itatien PT Portugal
BJ Benin JP Japan RO Ruménien
BR Brasilien KE Kenya RU Russische Foderation
BY Belarus KG Kirgisistan SD Sudan
CA Kanada KP Demokratische Volksrepublik Korea SE Schweden
CF Zentrale Afrikanische Republik KR Republik Korea SG Singapur
CG Kongo K2 Kasachstan SI Slowenien
CH Schweiz LI Liechtenstein SK Slowakei
CI Cdte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal
CcM Kamerun LR Liberia Sz Swasiland
CN China LK Litauen ™D Tschad
CcS Tschechoslowakei LU Luxemburg TG Togo
Ccz Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan
DE Deutschland MC Monaco T Trinidad und Tobago
DK Dinemark MD Republik Moldau UA Ukraine
EE Estland MG Madagaskar UG Uganda
ES Spanien ML Mali uUs Vereinigte Staaten von Amerika
FI Finnland MN Mongolei Uz Usbekistan
FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam
GA Gabon MW Malawi




10

15

20

25

30

35

WO 97/25744 PCT/DE96/02386

Beschreibung

Hochintegrierter Halbleiterspeicher und Verfahren zur Herstellung des
Halbleiterspeichers

Die Erfindung betrifft einen hochintegrierten Halbleiterspei-
cher mit einer sdulenfdérmig ausgebildeten EPROM Zelle mit einem
Floating Gate und einem Control Gate. Weiterhin betrifft die
Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Halblei-
terspeichers.

Bei hochintegrierten Halbleiterspeichern, insbesondere bei
elektrisch programmierbaren, nicht flliichtigen Speichern (EPROM)
ist die Integrationsdichte unter anderem durch die Struktur-
feinheit der Photolitographie begrenzt. Mit einer lateralen In-
tegration von Stacked Gate Flash Zellen in NAND-Anordnung wer-
den bereits minimale Zellfldchen von etwa 7*F? hergestellt. F
bezeichnet dabei die minimale durch die Photolitographie er-
reichbare Lange (minimal feature size).

Eine héhere Integrationsdichte ist mit einer vertikalen Ausfih-
rung der EPROM Zellen in Form von zylinderférmigen oder sdulen-
férmigen Transistoren erreichbar. Mit 1um Zylindern kénnen
Stacked Gate Flash Zellen mit einer Zellfliche von ungefdhr
4,4*F2 hergestellt werden. Kleinere Zellfl&chen sind nach die-
ser Technik nicht herstellbar, da die Zylinder bereits an der
Grenze der Strukturfeinheit der Phototechnik liegen. Auferdem
sind bei weiterer Verkleinerung der Zylinderdurchmesser diese
vollstandig verarmt, so daf die Zelltransistoren im entladenen
Zustand nicht mehr sperren. Dieser Effekt ist vergleichbar mit
dem Overerase Problem bei Stacked Gate Speichern.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Halbleiterspei-
cher der eingangs genannten Art zu schaffen, der auch mit sub-



10

15

20

25

30

WO 97/25744 PCT/DE96/02386

lithographischen Abmessungen zuverldssig arbeitet. AuBerdem
soll ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Speichers
geschaffen werden.

Zur Lésung der Aufgabe werden nach dem Grundgedanken der Erfin-
dung gemaR Anspruch 1 die sdulen- oder zylinderfdrmigen EPROM-
Zellen so dinn ausgebildet, daR sie vollstdndig verarmt sind,
das Control Gate zumindest in einem Teilbereich mit einer da-
zwischen- liegenden Isolatorschicht direkt auf der Sdule ange-
ordnet und das Control Gate aus p*-dotiertem Halbleitermaterial
gebildet.

Die vollstandig verarmten Zylinder gewdhrleisten ein sehr gutes
Unterschwellenverhalten. Durch das p*-dotierte Control Gate ist
die Einsatzspannung des Transistors auf der Drain Seite auch
bei kleiner Oxiddicke ausreichend groB, wodurch sicheres Sperr-
verhalten gewdhrleistet wird. Die Einsatzspannung betragt dabei
etwas mehr als 0,9 V. Im Anfangszustand leitet der Floating
Gate Transistor, da die Einsatzspannung bei vollstédndig verarm-
ten (fully depleted) NMOS mit n* dotiertem Floating Gate wegen
der Austrittsarbeit negative Werte annimmt. Durch Programmie-
rung, vorzugsweise mit heifen Ladungstridgern mit positiver
Spannung am Drain, kénnen die EPROM Zellen durch Verschiebung
der Einsatzspannung zu positiveren Werten programmiert werden.
Durch die extrem dinnen Zylinder wird eine sehr hohe Integrati-
onsdichte mit einer Zellfliche von ungefdhr 1,5*F2 erreicht,
wenn die Atzmasken fir die Zylinder durch eine orthogonale
Spacertechnik hergestellt werden, wie sie in der dlteren deut-
schen Patentanmeldung 195 26 011 beschrieben ist.

In einer bevorzugten Ausflihrungsform werden die EPROM Zellen
als Split Gate Flash Zellen ausgebildet. Bei dieser Technik ist
das Control Gate in einem Teilbereich nur durch eine dinne Iso-
latorschicht von dem vollstdndig verarmten 2Zylinder getrennt.
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Die Erfindung l4Rt sich jedoch auch mit Stacked Gate Flash Zel-
len realisieren.

Bevorzugt werden die EPROM Zellen in Siliziumtechnologie herge-
stellt. Das Prinzip des erfindungsgemdfen Halbleiterspeichers
ist jedoch auch in Germanium- oder Galliumarsenidtechnologie
denkbar.

Zur verfahrensmdfigen Herstellung eines derartigen hochinte-
grierten Halbleiterspeichers ist es erfindungsgemdff vorgesehen,
da® auf einem p dotierten Substratwafer Atzmasken hergestellt
werden, mit den Atzmasken eine anisotrope Atzung zur Herstel-
lung der Saulen durchgefuhrt wird, eine n*-Implantation in den
Sourcebereichen durchgefihrt wird, die S&ulen gesdubert und ein
Oxid auf den Sdulen und den dazwischenliegenden Flachen aufge-
wachsen wird, n*-dotiertes Polysilizium zur Bildung des Floa-
ting Gate abgeschieden und im Bereich der zwischen den Saulen
liegenden Flichen durch anisotrope Atzung wieder entfernt wird,
auf dem n*-dotierten Polysilizium ein Interpolydielektrikum
abgeschieden wird, ein planarisierendes Medium abgeschieden und
auf den unteren Sdulenbereich zurickgedtzt wird, das Interpoly-
dielektrikum und die erste Polysiliziumschicht oberhalb des
planarisierenden Mediums isotrop gedtzt werden, das planarisie-
rende Medium wieder entfernt, auf die freigedtzten Bereiche ein
Gateoxid gewachsen wird, darauf eine p*-dotierte Polysilizium-
schicht zur Bildung des Control Gate abgeschieden wird, die
zweite Polysiliziumschicht anisotrop gedtzt wird, so daf die
zweite Polysiliziumschicht die erste Polysiliziumschicht noch
vollstandig umschlieft und an den Sdulenspitzen die urspringli-
che Atzmaske entfernt wird und dort die Drainkontakte erzeugt
werden.

In einer bevorzugten Ausfihrung des erfindungsgemifen Verfah-
rens wird die Atzmaske durch Atzen einer Hilfsschicht mit zwei
sich kreuzenden Spacerlinien erzeugt, wobei das von den Kreu-
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zungsbereichen der Spacerlinien gebildete Raster die Atzmaske
bildet. Der Abstand der parallelen Spacerlinien voneinander
wird durch die photolitographisch erreichbare GréBe F bestimmt.
Die Breite der einzelnen Spacerlinien wird jedoch lediglich
durch die verwendete Schichtdicke der Spacerschicht und die
Spacertechnik bestimmt und nicht von der Strukturfeinheit der
Fototechnik. Die so gebildeten Kreuzungsbereich der Spacerli-
nien lassen sich daher also um fast einen Faktor 4 kleiner her-
stellen als die direkt photolithographisch erzeugten Struktu-
ren.

Zur n*-Dotierung der Sourcebereiche wird vorzugsweise ein Ele-
ment der funften Hauptgruppe und insbesondere Arsen verwendet.
Die vor der Dotierung beim Atzen der Siulen entstandenen Sei-
tenwandpolymere, die auch die Implantation maskieren, werden
gunstigerweise nach der Implantation isotrop gedtzt. So kénnen
die als Nebenprodukt bei der Atzung entstandenen Seitenwandpo-
lymere gleichzeitig als Implantationsmaske einen sauberen Her-
stellungsprozef gewdhrleisten.

Auf die erste, n*"dotierte Polysiliziumschicht, die das Floa-
ting Gate bildet, wird bevorzugt ONO als Interpolydielektrikum
durch Oxidation hergestellt oder abgeschieden. Als planarisie-
rendes Medium wird vorzugsweise Lack verwendet, da dieser
leicht aufbringbar und zuriickdtzbar ist, und selektiv zu den
Ubrigen Materialien wieder entfernt werden kann.

In einer besonders bevorzugten Ausfiilhrung werden die S&ulen in
Wortleitungsrichtung mit einem kleineren Abstand zueinander er-
zeugt als in Bitleitungsrichtung. Dabei ist es besonders gin-
stig, die zweite Polysiliziumschicht, die das Control Gate bil-
det, so weit zurlckzudtzen, daf in Wortleitungsrichtung eine
Verbindung zwischen den Control Gates der einzelnen Siulen bzw.
Zellen besteht und in Bitleitungsrichtung nicht. Auf diese
Weise entsteht eine selbstjustierte (selfaligned) Wortleitung.
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Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der schemati-
schen Zeichnung dargestellten Ausfihrungsbeispiels weiter er-
ldutert. Im einzelnen zeigen

Fig. 1 bis 7,

9 und 10 schematische Darstellungen in verschiedenen
Stadien des Verfahrensablaufes anhand eines
Querschnitts in Bitleitungsrichtung;

Fig. 8 und 11 Verfahrensstande anhand eines Querschnitts
entlang der Wortleitung, die denen in Fig. 7
und 10 entsprechen; und

Fig. 12 eine Draufsicht auf das periodische Speicher-
zellenfeld.

In Fig. 1 ist ein p*-dotiertes Substrat 1 dargestellt, welches
einen Teil eines Wafers bildet. Auf diesen ebenen Substratwafer
werden durch Aufbringen einer Oxidschicht und einer dariberlie-
genden Hilfspolysiliziumschicht sublithographische Atzmasken
geschaffen, indem mit Hilfe sich kreuzender Spacerlinien eine
Atzmaske 2 erzeugt wird, deren Strukturgréfe nur durch die ab-
geschiedene Schichtdicke und die Spacertechnik bestimmt wird.
Auf diese Weise entstehen die dargestellten Atzmasken 2 mit der
dinnen noch daridber befindlichen Restschicht aus amorphen Sili-
zium oder Polysilizium 3. Die Oxidatzmasken werden entweder
thermisch oxidiert oder durch eine TEOS Abscheidung erzeugt.
Auch die Verwendung von Nitrid ist mdglich.

In Fig. 2 ist dargestellt, wie das Substrat 1 mit dieser Atz-
maske 2 anisotrop gedtzt wird, so daR die Sdulen 4 entstehen.

Die in Fig. 3 mit 5 bezeichneten Pfeile symbolisieren die ge-
meinsame Sourceimplantation (Common Source Implantation) in die
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zurickgedtzten Substratbereiche. Die mit Arsen n* dotierten
Substratbereiche sind mit Bezugszeichen 6 versehen. Beim RIE
Atzen (Reactive ion etching) sind an den Seitenwdnden der Sau-
len 4 Polymere entstanden, die eine Schutzschicht 7 auf den
Saulen bilden und so eine Implantation in die Saulen verhin-
dern. Nach der Implantation werden die Polymere der Schutz-
schicht 7 entfernt, und das Silizium isotrop idberdtzt, um sau-
bere Flachen an den Seitenwanden der Saulen 4 zu erhalten.

In Fig. 4 ist dargestellt, daf auf die solchermaBen gesduberten
Saulen 4 ein Tunneloxid 8 vorzugsweise durch Aufwachsen aufge-
bracht worden ist und eine Schicht n*"dotiertes Polysilizium
abgeschieden worden ist. Diese Polysiliziumschicht 9 dient zur
Bildung des Floating Gate.

Die nachsten Verfahrensschritte werden anhand der Darstellung
in Fig. 5 erliutert. Zundchst wird in einer anisotropen selek-
tiven Atzung die Polysiliziumschicht 9 auf den zZurickgedtzten
Substratbereichen gedtzt. Dabei wird auch der Teil der Polysi-
liziumschicht auf den Spitzen der Saulen 4 entfernt und es ent-
stehen an den Ecken der Saulenspitzen Abrundungen oder Ausbuch-
tungen. Dann wird ein Interpolydielektrikum 10 durch Oxidation
oder Abscheidung hergestellt. Vorzugsweise wird dazu ONO ver-
wendet. Darauf wird ein planarisierendes Medium 11, insbeson-
dere Lack, abgeschieden und so weit zurickgedtzt, daf der un-
tere Bereich der Saulen 4 bedeckt wird.

Das Sandwich aus Interpolydielektrikum 10 und der n*~dotierten
Polysiliziumschicht 9 wird oberhalb des planarisierenden Medi-
ums 11 isotrop und bevorzugterweise durch Plasmadtzung, bis auf
die Sdule 4 zurlickgeatzt. Dann wird das planarisierende Medium
11 vollstandig entfernt und ein Gateoxid 12 des Serientransi-
stors der Split Gate Zelle thermisch gewachsen. Im unteren Be-
reich der Sdulen 4 ist also ein n*"dotierter Ring von der
ersten Polysiliziumschicht 9 zurickgeblieben, der das Floating
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Gate 14 bildet. Auf das Gateoxid 12 bzw. die verbliebene Inter-
polydielektrikumschicht 10 wird eine zweite Polysiliziumschicht
13 abgeschieden, die p* dotiert wird. Diese zweite Silizium-
schicht 13 dient zur Bildung des Control Gate. Dieser Verfah-
rensstand ist in Fig. 6 dargestellt.

In den Fig. 7 und 8 ist dargestellt, wie die zweite Polysilizi-
umschicht 13 anisotrop gedtzt wird, so daf ein zweiter Spacer-
ring entsteht, der den ersten Spacerring vollstdndig um-
schlieRt. Dieser zweite Spacerring bildet das Control Gate 15
der Split Gate Flash EPROM Zelle, die das Floating Gate 14
vollstandig umschlieft. Die Dicke der zweiten Polysilizium-
schicht 13 ist so gewdhlt, daf sie bei der anisotropen Atzung
in einer Richtung bis auf den zurlickgedtzten Substratgrund zu-
riickgedtzt wird. Dies ist in Fig. 7 gezeigt. In Fig. 8 ist ein
Schnitt durch die dazu senkrechte Richtung dargestellt, in der
die S&ulen 4 etwas enger zueinander stehen, so daf die Control
Gates 15 jeweils einen Uberlapp mit dem Control Gate 15 der
Nachbarzelle haben. In dieser Richtung entsteht somit eine
selbstjustierte Wortleitung (Selfaligned Control Gate).

Im nidchsten Schritt wird die urspriingliche Atzmaske 2 (siehe
Fig. 1) entfernt, wie es in Fig. 9 dargestellt ist.

In weiterer Folge wird, so wie in Fig. 10 gezeigt, die verblie-
bene Spitze der S&ule 4 n*-dotiert. Dieser n* dotierte Bereich
ist in Fig. 10 mit Bezugszeichen 16 gekennzeichnet. Die Saulen-
spitze dient zur Ausbildung des Drainanschluf und ist mit dem
gleichen Leitungstyp wie der Sourceanschluf in den ebenfalls

n* dotierten Substratbereichen 6 dotiert. Vor der Implantation
in den oberen S&dulenbereichen 16 wird jedoch ein planarisieren-
des Oxid 17 aufgebracht und bis zur Obergrenze der Saulen 4 zu-
rickgeatzt. Ebenfalls kann eine TEOS Schicht mit geeigneter
Dicke abgeschieden und durch CMP (Chemo Mechanical Polishing)
zuriickgedtzt werden. Erst im Anschluf daran erfolgt die Implan-
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tation in den Bereichen 16, da so die darunterliegenden Gate
Bereiche durch das planarisierende Oxid 17 geschutzt sind. Wie
ebenfalls in Fig. 10 dargestellt, werden die Drainkontakte
durch eine Metallbahn 18 verbunden. Die Metallbahn ist in Rich-
tung der Bitlinie durchgehend.

Fig. 11 entspricht vom Verfahrensstand der Fig. 10, stellt je-
doch einen Querschnitt in Wortleitungsrichtung dar. Die Metall-
bahnen 18 sind also nur entlang der Bitleitungsrichtung ausge-
bildet. Im Fall, daf die Atzmasken der Sdulen durch Spacertech-
nik hergestellt wurden, werden auch die Metallbahnen 18 durch
Spacertechnik hergestellt, z.B. durch CVD-Abscheidung von Wolf-
ram an einer Oxidhilfsschicht.

Eine Draufsicht auf ein solchermafen hergestelltes, querge-
schnittenes periodisches Speicherzellenfeld ist in Fig. 12 wie-
dergegeben. Darin sind die Siulen 4 mit dem sie umgebenden
Floating Gate 14 und dem darum herum ausgebildeten Control Gate
15 dargestellt. In Wortleitungsrichtung bilden die Control Ga-
tes 15 einen Uberlapp, so daf eine selbstjustierte Wortleitung
ausgebildet wird. In Bitleitungsrichtung sind die Control Gates
15 voneinander getrennt, jedoch besteht eine Verbindung durch
die gestrichelt angedeuteten Metallbahnen 18. Eine Speicher-
zelle hat eine GroRe von ungefdhr 1,0 F in Richtung der Wort-
leitung und 1,5 F in Richtung der Bitleitung. In bezug auf die
Funktionalitdt entsprechen die einzelnen Speicherzellen den
konventionellen Split Gate Flash Zellen. Die vollstandig ver-
armten Zylinder lassen ein sehr gutes Unterschwellenverhalten
erwarten. Durch das p*~dotierte Control Gate ist die Einsatz-
spannung des Split Gate Transistors auf der Drainseite auch bei
kleiner Oxiddicke ausreichend grof.
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Bezugszeichenliste

O W W ~J 6 N b W N

Substrat

Atzmaske

Polysilizium

Saulen

Pfeile

dotierte Substratbereiche
Schutzschicht

Tunneloxid

n*-dotiertes Polysilizium
Interpolydielektrikum
planarisierendes Medium
Gateoxid

pt-dotiertes Polysilizium
Floating Gate

Control Gate

n*dotierter Sdulenbereich
planarisierendes Medium
Metallbahnen

PCT/DEY6/02386
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Patentanspriiche

1. Hochintegrierter Halbleiterspeicher mit einer EPROM Zelle in
Form einer Sdule mit einem Floating Gate und einem Control
Gate,

dadurch gekennzeichnet, daf die Sdule
(4) so dinn ausgebildet ist, daf sie vollstandig verarmt ist,
daf das Control Gate (15) zumindest in einem Teilbereich mit
einer dazwischenliegenden Isolatorschicht direkt auf der S&ule
(4) angeordnet ist,

dag das Control Gate (15) aus p* dotiertem Halbleitermaterial
gebildet ist.

2. Hochintegrierter Halbleiterspeicher nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet , daR die EPROM
Zelle als Split Gate Flash Zelle ausgebildet ist.

3. Hochintegrierter Halbleiterspeicher nach einem der vorher
gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daR die EPROM
Zelle in Siliziumtechnologie hergestellt ist.

4. Verfahren zur Herstellung eines hochintegrierten Halbleiter-

speichers nach Anspruch 1,

bei dem

a) auf einem p*“dotierten Substrat (1) Atzmasken (2) herge-
stellt werden,

b) mit den Atzmasken (2) eine anisotrope Atzung zur Herstel-
lung der Saulen (4) durchgefihrt wird,

c) eine n*"Implantation in den zurickgedtzten Substratberei-
chen (6) durchgefihrt wird,

d) die Sdulen (4) gesdubert und ein Oxid (8) auf den Saulen
(4) und den dazwischenliegenden Flachen aufgewachsen wird,

e) n*"dotiertes Polysilizium (9) zur Bildung des Floating Gate
abgeschieden und im Bereich der zwischen den Sdulen (4)
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liegenden Flachen durch anisotrope Atzung wieder entfernt
wird,

f) auf dem n*"dotierten Polysilizium (9) ein Interpolydielek-
trikum (10) abgeschieden wird,

g) ein planarisierendes Medium (11) abgeschieden und auf den
unteren Saulenbereich zurlickgedtzt wird,

h) das Interpolydielektrikum (10) und die erste Polysilizium-
schicht (9) oberhalb des planarisierenden Mediums (11)
isotrop gedtzt werden,

i) auf die freigedtzten Bereiche ein Gateoxid (12) gewachsen
wird,

j) darauf eine p* dotierte Polysiliziumschicht (13) zur Bil-
dung des Control Gate abgeschieden wird,

k) die zweite Polysiliziumschicht (13) isotrop gedtzt wird,
so daf die zweite Polysiliziumschicht (13) die erste Poly-
siliziumschicht (12) noch vollsténdig umschlieft,

1) an den Spitzen der Sdule (4) die urspriingliche Atzmaske (2)
entfernt wird, und dort Kontakte erzeugt werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, daf im Schritt
a) die Atzmaske (2) durch Atzen einer Hilfsschicht mit zwei
sich kreuzenden Spacerlinien erzeugt wird, wobei das von den
Kreuzungsbereichen der Spacerlinien gebildete Raster die Atz-
maske bildet.

6. Verfahren nach einem der Anspriche 4 oder 5,

dadurch gekennzeichnet, daB im Schritt
¢c) mit einem Element der finften Hauptgruppe, insbesondere
Arsen, dotiert wird.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daR die im
Schritt b) entstandenen Seitenwandpolymere nach der Implanta-
tion im Schritt c¢) isotrop geatzt werden.
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8. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daR im Schritt
f) ONO als Interpolydielektrikum verwendet wird.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daR im Schritt
g) Lack als planarisierendes Medium (11) verwendet wird.

10. Verfahren nach einem der Anspriche 4 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, daR die Saulen
(4) in Wortleitungsrichtung mit einem kleineren Abstand zuein-
ander erzeugt werden als in Bitleitungsrichtung.

11. Verfahren nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, daR im Schritt
k) die zweite Polysiliziumschicht (13) so weit gedtzt wird, daB
das von der zweiten Polysiliziumschicht gebildete Control Gate
(15) in Wortleitungsrichtung in Verbindung mit dem nachsten
Control Gate ist und in Bitleitungsrichtung nicht.
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